SET

(single electron transistor ;   single electron transport)

· klasyczny tranzystor polowy  (MOSFET)

zasada działania
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„inversion layer” 
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Kilka lat temu o rozmiarach  sub-mikronowych

[image: image4.png]PODSTAWOWYM ELEMENTEM konstrukcyjnym
mikroprocesoréw jest tranzystor polowy wykorzysty-
wany jako prosty przetacznik. Wiasciwe napiecie
przylozone do elektrody bramki powoduje induko-
wanie fadunku elekirycznego w obszarze pod bram-
ka i utworzenie kanatu, przez ktéry moze poply-
nat prad pomiedzy drenem i zrédiem. Sytuacia ta
odpowiada zamknigciu przetacznika. Jesli bramka
jest dostatecznie mata, to tranzystory moga by¢
zamykane i otwierane miliardy razy na sekunde.

Elektroda bramki

Wspornik

TRANZYSTOR pierwszej nanometrowej
generacii wyprodukowany przez Intel.





Obecnie technologia 32 nm …
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idea tranzystora jednoelektronowego:

napięcie bramki steruje przepływem (tunelowaniem) pojedynczych elektronów przez układ

zalety:   

· logika wielowartościowa

· transport bez zderzeniowy (ciepło)

· efekty kwantowe
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Blokada kulombowska
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prąd (jednoelektronowy) w funkcji napięcia bramki 

oraz napięcia źródło-dren
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zwiększając potencjał bramki  mamy:
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obraz STM rzeczywistego SET
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Schemat:

[image: image15.png]tunnel junction

2D electron
gas

conduction
band profile

insulator




[image: image16.png]bottom view

gate electrode

positve volfage




SET na nanokrystalitach;  idea:
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                                                    prototypowa realizacja
SET na nanorurkach węglowych
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